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MEMORTA DESCRIPTIVA
gue se presenta para unir o la golicitud
d e
PATERTE D E  INVENCION
formulada el 22 de Piciembre de 1962, con el ne 283629
en
EsPAfL
por iI’EIHTE afios
& nonbre de IFTERNATIONAT BUSINESS MACITNES COLRFORATION,
entidad norteamericana, establecida en 590 Madison Ave-
nue, Mueva York, ¥.Y. E.U.L., por: '
" UN PROCEDINIENTO PARA TORMADR UMA PELICUTA MAGNETICA DU-
RADERA Y IISA "

Bste invencidn se refiere a dispositivos de memo-»
ria de impulsos de registro magnético y, en particular,
a la produccién de peliculas depositadas electrolitica-
mente sobre cintes magnéticas y medios de registro simi
lares.

Las cintas de registro magnético son muy Gtiles en
los sistemas de tratamiento de datos y, en muchos casos,
son indispensables para el funcionamiento de tales siste
mas. Se han propuesto éiversas variedades de cintas de
registro magnético, utilizando algunas portadores meta—.
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licos, mientras que otras emplean rtadords plésfltﬁé{';'
habiendo una distincidn mds en cuanto al tino de medio
de registro megnético utilizado, siento en algunos ca~
sos este medio una capa de metal magnético y compren -
¢iendo, en ofros casos, una capa de éxido magnético o
seme jante.

lLa tenlencia actual en el Giseiio de sistemas de
trataniento de datos es tal que las cintas de registro
magnético utilizadas en estos sistemas, tendrin gue
capmplir exigencias crecientes si han de suministrar las
més elevadas densidades de registro y las mis altas ve-
locidades de funcionamieuto gue se consideran. Las exi-
gencias nrincipales que deben cumplir son las siguien-
tes:

(1) La cinta debe tener una inercia extremadauente
baja, debiendo ser suficientemenxe flexible para mover-

se a grandes velocidades alrededor de miembros de apoyo

tales como rodillos o seme jantes;

(2) Bl medio magnético debe tener una elevada coer-—
cibidad y una curva de histéresis que sea sustancialmente
cuadrada (definiéndose la cualidaé de cuadrada por la re-
lacién de Br/Bs’ donde B es la induccidén negnética re-
manente y B, es la induccién nagnética méxima);

(3) Bl medio magnético debe estar contenico en una
cava ¢é un espesor suficientemente delgado vara asegurer
la densidal de registro deseada;

(4) Lo capa magnétice muy delgada debe tener propie-
dedes de resistencia al desgaste suficientes para assegu -
rar que puela ser frotada contra un cabezal de registro

o de lectura innumerables veces g velocif ades elevadas
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intermitentes, sin cue se haga ningin agujero'yﬁifﬁééi
gaste ni ningln araflazo que podria ser causa cCe error
en los datos registrados. Tas propiedades de resgisten-
cia al desgaste de una cinta dependen tanto del tipe
de material empleado como de lo liso Ge su superficie.
Ta exigencia de que las cintas tengan una iner- -’
cia baja y una flexibilidad extremadamente alta, eli-
mina la posibilidad de emplear en aplicaciones del tipo
aqul consideraco, cintas conocidas gque tienen portado-
res metélicos sblidos. Tos portadores metilicos sélidos
(por lo menos aquéllos de los que se dispone actualmen~

te) tienen una inercia relativamente elevada y no son

~suficientemente flexibles para adaptarse a la finali-

dad gque se pronone la »resente invencidén. In el easo
de las cintas de plidstico recubiertas de §zido, los
portadores.pugden tener una baja inercia y la flexi-
bilidad necesaria, pero sus recubrimientos deben ne-
cesariamente ser éruésos, lo gue reduce las capacida-
des de densidad de registro. Ademds, la coercividad
limitada Ce las cintas de éxido de gque se dispone ac-
tualmente, es causa de un Gesplazamiento ¢e fase que
limita la dengicdad de registro en ciertas técnicas ce
registro. pdeméds,las éuperficies de cinta de 8xido se
desgastan rﬁpidamenxe durante el funcionsmiento a gran
velocidad, especialnente, con frecuentes arranques y
paradas,

Se ha descubierto que se vuede obtener una cinta
de registro magnétice que satisface empliamente todas
las exigencias indicadas en lo que antéce&e, depositan-
do electroliticamente un medio de registro magnético,
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sobre un portador en movimiento que comprende una ban-

da de pléstico que soporta una pelicula o capa conducto-
ra, siempre gpe esto se haga de una manera tal que se
cumplan ciertas condiciones fGnicas. la pelfcula conduc-
fora inicial sobre la banda debe ser muy delgada. Cuan-—
to mis gruesa es esta pelicula, mayor serd su inercia ¥,
si se hace demasiado gruesa, tenderid aser quebradiza y

a nroducir grietas. Hay otra razén para hacer muy delgé-
da la pelicula conductora inicial. Cuanto mis delgada es
la pelicula, més alta serd su resistencia, y las obser-~
vaciones empiriecas indican que las propiedades magnéti-
cas deseadas (gran coercividad y relacidén de cuadratura)
del metal magnético pueden ser éignificativamente me jora~
das si se deposita éste electroliticamente sobre una ba-
se altamente resistente; de tal nianera que la distribu—-
,cién.dnggrriente de chapeado es decididamente no unifor-
me. Bn lugar de utilizar un cltodo de baja resistencia que
origina una densidad de corriente uniforme, como se hacia
en la técnica anterior, esta invencidén utiliza un cétodo
en movimiento que tiene una resistencia suficientemente
elevada para hacer que la densidad de corriente de cha-
peado eﬁ la suverficie del bafio de chapeaco exceda la
densidad ce corriente "limite" (como se define en lo gque
gigue) de los tipos de iones que estédn siendo depositados,
¥ que hace que la densidad de corriente de chapeado dis-
minuye hasta una magnitud insignificante centro Ge una
corta distancie a lo largo de la longitud del portador

sunergico en el bafio. 4si, cada zonu de incremento de la

pelicula chaneada tendrd que pasar a través de un mérgen
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muy amplio de densidades de corrielrie

muy corta de su travecto jor el baiio« Zn muchos Casos,.
la invencién mejora la coercividad de la capa Geposita-
da electroliticamente, multiplicénédola por un factor de

2 6 mhs: con respecto a la de la técnica anterior que uti-
lizabs un cétodo e baja resistencia. Puede hacerse que
el portador efectile pasadas nlltiples a travée de uno o
més bafios de chapeado, si es necesario controler el espe—
gor de la pelicula magnética y reducir el tiempo de fa-
bricacidn.

Un objeto vrincipal de ests invencién es proporveio~
nar un nétodo mejorado para devositar elecfroliticamente
una nelicula magnética sobre un vortador en movimiento,
cuya pelicule tiene una curve de histéresis cuadrada y
una coercividad elevada, siendo suficientemente delgada
y uniforme para conseguir las propiedades magnétiicas y
mecdnicas deseadas.

Otros objetos incluyen:

Obtener un método para producir una pelicula mag-
nética continua que tiene caracteristicas mejoradas, de=-
positando electroliticamente esta nelfcula sobre un por-
tador que tiene una elevacCa resistividads

obtener un método mejorado nara produvecir una peli-
cula magnética gque tiene las propiedades anteriormente
dichas en condiciones en las que serian inadecusdas las
téenicas de chapeado electrolitico anteriores;

obtener un procedimiento nuevo, econdmico y eficaz
para depositar electroliticamente una neliculs magnéiica
sobre un portador que tiene una base pléstica, para satis-

facer las exigencias anteriormente mencionadss para un
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dispositivo de nemoria de imvulsos de registro magné%iﬁ&l””*
que ha de ser utilizado en un sistema de tratamiento de
datos de gran capacidadé y de velocicdad muy elevaca.

La figura es uns ilustracidn parcizimente esquemé-
tica de un aparato de chapealo electrolitico que indica
la manera como varis progresivamente la densidad de co~
rriente de chapeado a lo largo de un portacor en movimien—
to que tiene una resistencia relativamente altzs de acuer-
do con la invencidén. Mas esvecificamente, esta vista
muestra un portador 12 en movimiento de una manera con-
tinua (indicado también én una seccidén transversal am-
pliada en esta ilustracidén) que tiene una pelicula con-
ductora delgada 13 recubriendo la superficie de una ban-
da dieléctrica pléstica 14. La pelicula conductora 13
puede ser aplicada a la superficie de la banda 14 median-
te cuslquier técnica adecuada, tal como por ejemplo cha~
peado quimico. 1a superficie de la banda tendrid que haber
sido previamente tratada de una manera adecuada para ha-
cerla‘réceptora de este chapeado, preferiblemente de la
ménera descrita en la solicitud de patente Y.S.A. nlmero
138.609, presentada el 18 de septiembre de 1961, o la ni-
mero de serie 153.18?, presentada el 17 de noviembre de
1961, ambas cedidas al cesionario debla presente solici~-
tud. Tas operaciones de {ratamiento previo y de chapeado
quimico, siendo simplemente incidentales para la presen-
te invenoién; no se exponen con detalle aqui.

Bl portador 12 que lleva la capa conductora 13 so-
bre é1, pasa por encima de un rodillo de cAtodo 15 intro-
duciéndose en un tangue que contiene un bafio de chapeado

de un tipo que sme describe squi subsiguientemente. 4 con-
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tinuacidén, el portador pasa alrededor Ce un rodlilo zi“‘
s sale del baflo 10 por encima de otro rocillo 16 en la
direccidén de la flecha 22. La fuente de corriente con-
tinua 17 tiene un terminal negativo conectado &l rodi~
1lo 15 ¥ tiene su terminal positivo conectado a2 un ano-
do 18 dentro del bafio 10. ®1 &nodo 18 puede ser de un
tipo soluble compatible con el material que se estd de-
positando electroliticamente, o bien vuede ser de un ti- '
po insoluble. El metzl magnéiico deseado es Gepositado
electroliticamente sobre el portador i2 durante su pa~
s0 a través del baifio 10;

Ia corriente ¢e electrones procedente ¢el rodillo
15 pasa nrincipalmente nor debajo de la cara ée la peli-
cula contuctora 13 en contacto con el rodillo 15. Debido
al cericter de gran resistividad de la velicula conduc-

tora 13 sobre el nortador 12, como se ha explicado en

1o que antecede, durante el devésito electrolitico Gel

medio nagnético sobre el pvortador 12 se obtiene un ti-~
po insdlito de distribucibn de corriente. Esta pelicula
conductora no se comporta como un cdtodo de baja resis-
tencia (masivo); por consiguiente yproporciona una Gise-
tribueidn Ge corriente decididamente no uniforme, la
cual eg conveniente vara el resultado que se desea al-
canzar. La densidad Ge corriente decrece ripidamente en
la nelicula conductora el aumentar la digtancia nedida
a lo largoc del portador 12 Gentro del bafio 10 desde la
sunerficie del bafio hasta una distancia ¥ a lo largo de
15 trayectofia del portador por debajo de la superficie
del bafio, mis alld de cuyo punto el potencial es tan ba-

jo que procduce una corriente insuficiente para la deposi-
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cibn electrolitica. Ta curva 20 ilustra esquemdiicameiive
la variacidn progresiva ée la magnitud de corriente con
la disiuncia a lo largo de la parte electroquimicanente
activa dei portador 12. Ia {istancia horizontal de cual-
quier nunto de la curva 2C desCe un punto corresvondien-
te sobre el portador 12, es renresentativa de la magnitud
de la corriente de chzpeaco que circula entre la pelicula
conductora y la solucidn de chapeado en ese punto corres-

vondiente. Una linea IL de la figura representa la magni-

tud de la "densidad de corriente limite" (definida actual-

nente) para el material de registro que estd siendo Gepo-
sitado electroliticumente. La densicad &e corriente en
cualguier punto a lo largoe del portador 12 varia desde un
valor mucho mayor que I, hasta un valor mucho més bajo gue
IL’ es decir insignificante para la ¢evosiciédn electroli-
tica, aproximindose a cero antes de gue el portalor 12 sal-
ga del bafio 10. La "éensidad de corriente limite" se defi-
ne como la densidad de corriente para lza cual todos los
iones de las especies en consideracidn llevacos hasta el
citodo, ge descargan o se reducen hasta un estado de valen~
cia inferior. En las condiciones de operacidén tipicas de

la clase que agui se considera, IL serd del ovrden de un
amperio por 6,5 cm2 siendo la distencia E de aproximada-
mente 5 cm.

Bl proceso de deposicidn electrolitiéa se realiza de
una nmanera continua al pasar el portacdor conductor 12 sobre
el rodillo de contacto catédico 15 a trafés del baiio de cha-
peado 10. El1 bafio 10 comprende tipicamente una solucidn
acuosa que contiene iones niquel, cobalio e hipofésfito.

e mantiene una relacién de ién cobalto a ién niguel de por
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lo menos Q,6:1 y un contenido enién mpogosﬁfcﬂ o 5

1o menos 0,15 gramos wor litro ¢e solucidn de chapeado.
También pueden ser emplecéos batios de chaveado, que in-
cluyen cobalto, pero no niquel. Como 4nodo 18 sirve una
aleacibén de niquel y cobalto o de niguel o ae cobalto
solos. Mambién pueden ser utilizados materizles unéCi-
cos iasoclubles, siendo suministrados los iones metilicos
Gnicamente por la solucibén de chapeado. Cuando se aplieca
una corriente de deposicifn electroliticua, se deposita
sobre la superficie contGuctora del nortador una pelicu-
le wegnética de niquel y/oicobalto. Debido al hecho de
que la peliculs conductora’de la superficie del norta-
dor (incluyendo tanto la capa conductora inicizl 13 co-
mo el metal magnético depoéitaﬁo electroliticanente so-
bre ella) tiene una elevada resistencia, existe una sig-
nificativa caida de potencial @& lo largo de la superfi-
cie de la pelicula que estd experimentando la deposicién
electrolitica, lo que hace-que la superficie conductora
sea menos catbécica a nedida que se mueve alejbndose Gel
rodille de contacto. Esto §roduce una densidad de co ~
rriente variable a lo largo de la superficie conductora
que estd experimentando la reaccibn de deposicién elec—
trolitica, siendo esta variacibén de dengicdad de corrien-
te 1lo que hace que sobre la pelicula conductora se devo-
site una yelfcula magnética de las propiedades magndti-
cas desesdas. Como e ha mencionado arriba, la densidad
Ge corriente inicial sobre -la superficie de la pelicula
conductora (es decir, la Cengidad de corriente en la su-
perficie del baﬁo}, tiene un valor muy elevedo gue exce—
de bastante de la densidad de corrieunte limite para el
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depbsito magnético en el momento en
nental de la pelicula conductora penetrs en el bafio, ve-
ro dentro de una corta distancia durante el trayecto de

esta zona incremental vor el interior del bafio, su den-

gidad de corriente decze hasta un valor despreciable.

Ta entrada total e corriente desde el rocillo de
contacto 15 a la capa conductora sobre el portador 12,
no tiene limites criticos. 51 limite superior estd de-
terminado por la cantidad wéxima de calor que genera la
circulacidén de corriente en la pelicuwla conductora sin
provocar la destruccibén térmica del substrato pléstico,
fieterminénéose el 1imiteAde corriente inferior por la
velocided de:chapea&o ninima permisible y por conside-
raciones econdmicas del funcionumiento. I'an sido utilie-
zadas por ejemplo, corrientes dentro del mérgen de 0,2
a 2,25 amperios por 2,5 cm de anchura. Debido 21 cétodo
mévil de gran resistencia utilizado en la invencidn, es
importante que la densidad de corriente limite II sea
siempre excedida en la superficie del bafio, incluso p;-
ra corrientes de entrada muy bajas, pero esto es fnica=-
mente una condicidn instanténea pars cualquier zona in-
cremental daGa Gel portador mévil.

Hasta shora, se ha prestado atencibén Gnicamente
al chapeado electrolitico que tiene lugar sobre la ca-
ra del portador 12 en contacto con el rodillo 15, cuya
cara estd mAs prixima al anddo 18. plgo de chapesado
electrolitico tiene lugar también sobre la cars opuesta
del portador 12. g8i se desea, se puede hacer gue elcha-
peado electrolitico tenga lugar a velocidades iguales
sobre ambaa caras del portador, utilizando medios de
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contacto y de &nodo adicionales (no mostrados).haéﬁil\
embargo, en el aparato ilustraco, el chapeado serd de
un espesor inferior sobre la cara del portador aleja—
da del énodo.

Ademds de iones niquel yso cobalto, el baific de
cﬁapeado 10 contiene también iones hipofosfito, por
1o menos en las formas preferides de solucidn de cha-
peado gue se describen aqui. solameﬁte se necesitan
cantidades muy pequeiias de iones hipofosfito y, por
lo genersl, son eficaces concentraciones tan bajas co-
mo de 0,15 gramos por litro. En muchos cases, sin em -
bargo, debe emplearase por lo menos 0,31 gramos por li-
tro de iones hipofosfito con el fin de asegurar los be-
neficios completos de su presencia en la solucidén. No
parece haber un limite superior critico sobre la con-
centracidén de estos iones, si se exceptfa la solubili-
dad, pero generalmente no hay ninguna ventaja en emplear
mis de 31,0 gramos por litro y, en la mayor parte de las
soluciones, se consiguén substancialmente todos los be-
neficios de su presencia con 12,3 gramos por litro o
menos.,

Utilizando les ensefianzas expuestas aqui, se pue-
de depositar sodre un portador del tipo que tiene capa-~
cidades para gran velocidad, un medio de registro magné-
tico que tiene elevada coercividad y gran cuadratura.
la elevada coercividad y la cuadratura aseguran (1) que
1z intensidad de magnetizacibén que representan los da -

tos sobre el medio no desaparece al reducir a cero el

campo aplicado y (2) que la regidén de tramsicibén entre

zonas adyacentes del medio opuestamente magnetiszadas,
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gue representan respectivamente retazos de thos‘éuce$i~.
vos, sean estrechas para proporcionar una salida de se-
fial adecuada y una interferencia minima entre puntos ad-
yacentes de datos registrados, facilitando asi la gren
densidad de régistro.

Peniendo eu cuenta que las proporciones de los cons-

°

- tituyentes esenciales pueden variar sin apartarse del es-

piritu de la invencidn, los ejemplos recogidos eh tablag
a continuacidén ilustran los diversos parémetros y condi-
ciones considerados eﬁ la produccidn de una pelicula mag-—
nética que tiene las propiecades exigidas. En cada uno de
estos ejemplos se supone que la composicidn del bafio se
mantiene sustancialmente constante de acuerdo con técni-
cas bien conocidas.

TABIA I
Muestra 1 2 3 4 5 6
WiS0,4. 6Hp0 (g/1) 65 66 66 66 26.4 65
CoS04. THL0 (&/1) 100 96 96 96  28.2 100

¥E,C1 (/1) 100 100 100 100 27 100
YaH,P0,. Hx0 (8/1) 0.60 1.0 1.0 1.0 4.2 15
PE 4.5 3.0 3.0 3.0 4.2 4.5
Pemperatura, oC 50 50 o) 50 48 50
Corriente e cha- 02 0'9 0'6 0'S 0t4¢ 012

peado (amperios/cm
de anchura)

- Resistencia (ohmios/

cm) 5 0r9 12 1'6 €% 5
Coercividad (He)

oergteds 360 670 720 360 960 1750
Cuadraturs B./Bg 0.64 0.94 0.87 0.95 0.87 0.64
Co++ (g/1) ' 20.9 20.1 20.1 20.1 5.9 20.9
Nivs (g/1) 14.5 14.7 14.7 4.7 5.9 14.5
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Hy202~(&/1) 0435  0.61 0.61 0.61 2.587 9%
Co++ Mifs 1.45 1.36 1.36 1.36 1 1.45
Menpo de cha-
peudo (segundos) 9o 18 36 36 380 22
Ia resistencia (ohmios/cm) esnecificeds arribs, es
ls resistencia de la superficie de una tira de 1 cm de
anchura, medida entre un par ce cuchillas doradus coloca~
das en paralelo contra la superficie y con una separacién
ée 1 cm, teniendo un neso de 500 gramos no conductor apli-
cado sobre ellas. Aunque los ejemplos especificos utili-
zados en la Pabla T contienen iones cobalto y niquel, no
es necesario que el niguel esté presente., Una composicién

de solucién para un balo sin nfquel tiene un contenido

“en i6n cobalto dentro del mérgen comprendico entre 5,9

a 105 gramos por litro ¥y un contenido en idén hipofosfi-
to dentro del nirgen comprendido entre 0,15 gramos por
litro hasta saturacién. En la Tabla II se dan més ejem-

plos de soluciones de c¢obalto.
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Muestra

CoCl, +6H0 (g/1)

¥E,C1 {g/1)

NaH R0, -Hy0 (g/2)

PH 4.8
Tempefatura, 2C 50

Corriente (ampe-
rios/em de anchu~

ra) 02
Resistencia (ohmios/

cm) 5
Coercividad (Hc)

oersteds 650
guadratura Br/hs 0.83%
co++ (g/1) 33.5
H2P02 - 6.1

1050
0.80
33.5
15.3

4.8
50

o2 -

1050
0.80
33.5
31.0

365
0.95
37
0.31

3.0
55

0*9

2500
0.95
37

12.3

Ias variables de las soluciones, tales como la con-

centracidén de cloruroc aﬁénico y de hipofosfito, la tempe-

ratura y el pH, tienen efectos significativos sobre las

caracteristicas magnéticas y de registro de lu cinta de

registro magnético, como se refleja en la tabla siguien-

te:
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TABIA ITY
Muestra 12 13 14 15
CO++ MNies 0.6 1.0 1.45 1.45 1.45
FH,CL (g /1) 27 27 100 100 100
_NEHQPOZ.Hzo (g/1) 4.2 4.2 0.5 2.0. 20
Temperatura o 50 50 50 50 50
Corriente (ampe—
rios/em de anchura) 008 0'08 02 0re 0t2
Resistencis (ohmios/
cm) 5 5 5 5 5
Coercividad (Hc)
cersteds 3€0 670 360 600 2000
Cuadratura Br/32 Entre 0.7 a 0.8
PE 4.2 4.2 4.5 4.5 4.5

Las Tablas I,IY y III indican que la coercividad
aumenta al aumentar el contenido en idn hipofosfito. ZEn
el sistema de solucidén vresente que estd siendo utiliza-
do, la concentracibdn de i6n hipofosfito es aproximadamen-
te tan elevada como eficaz y, esumentindola hasta satura-
cién, no aumenta materialmente la coercividad ni afecta
la uniformidad del depdsito.

La Tabla IV se refiere a los efectos del PH y de la
temperatura para una solucibn ejemplar que contiene 18
gramos por litro de idn cobalto, 12,5 gramcs por iitro de

ién niquel y 3,6 gramos por litro e ién hipofosfito:

TABTA IV
Muestra 17 18 19 20 21
PE 2.5 3.0 3.0 3.5 3.5
pemperatura oC 50 50 60 60 85
¢oercividad (He)
oersteds 1200 1350 1275 1500 11%
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cuadratura Br/Bs <15 .15 G- GNB

la coercividad tiende = aumentar el pF, disninuyen-
do 1 aumentar la temperatura de la solucién. B1 pK tie-
ne un miérgen de funcionamieato entre 2,5 a 6,5. Sin embar-
go, éesnpués de 4,5 los iones metdlicos pueden empezar a
precipitar como sales metédlicas bésicas, pudiénlose ean-
contrar dificultades bara regular las proviedades de l=
velicula magnéitica.

El cloruro amdnico parece afectar la uniformidad y
aspecto de la pelicule depositada electroliticanente y
la unifornicad de los nardmetros magnéticos. fdemis, la
salida de sefial aumenta al aumentar la concentracidn de
cioruro ambénico y alcanza un méximo para unos 100 gremos
por litro. Esto se ilustra en la Tablae V¥, teniendo la so=-~
lucién una relacibén de i6n niquel a idén cobalto de 1:1 y

un pH de arproxinadamente 3:1

TABLA V
EH#CI (g/1) Salida de sefial
| (milivoltios)
0 1
20 1.4
40 2.3
60 2.5
80 2.6
100 2.9

Se dispone ce diversos nrocedimientos para superpo—
ner una velicula conductora de niquel, tal como la 13, so-
bre una banda de resina dieléctrica, tul como l4. Za peli-
cula 13 puede ser sunerpuesta scbre la banda 14 mediante

técnicas de denosicibdn z vacio, pulverizacibédn catddica o

- 16 -
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da czso de manera que Se asegure lz lisura y adherencia

de la pelicula = la superficie de la resina. En los ejen—
plos dados arriba, la pelicula conductora 13 sobre la
banda 14, era uns velicule de niquel electrolitico que

conprendfa de 2 a 124 en peso de fésforo, teniendo un

espesor entre 50 a 250 mm, y una rugosicad superficial

del orden de 50 2 100 mm. de méximo a méximo. Bl niquel
proporciona una fuente de nlcleos vara le unién &e los
iones metdlicos procedentes de la solucidén acuosa ce
chapeado electrolitico, a lz suverficie de resins Cic~
eléctriéﬁ. Sn esencia, actls como un acevntador hospita=-
lario para los iones metdlicos. Cualquier metal capaz de
actuar como acevbador hospitalarioc, tal como aluminio,
eromo, cobre, plata y oro, puede nropo-cionar el vorta-
¢or con los nicleos e ﬁnién necesarios. Las peliculas
magnéticas Gepositadas electroliticamente en los ejem~ .
plos Gescrites arriba, sbarcan un easpesor entre 75 & 250
mn ¥ tienen rugosidades ce superficle que corresvoncen a
las ¢e la capa de nicuel.

51 portacor nuede ser desplazado en cualquier di~
reccibn a través del bafic qurante el proceso de deposi~
cibn electrolitica. Asi, en wna dirececidn, cada zona in-
cremental sobre el portador se mueve vrimerznente en la
regién de la méxima densidz@ de corriente eﬁ la suverfi-
cie del baiio. Bn la otra direccibén, cadz zmona incremenw~
tal se mueve al final por l2 regidn de mfxina densidad
de corriente en la superficie Gel bafio. 8i se aplica a
ambos rocdillos 1% y 16 un »potencial negativo, otra cur-
va sinilar a lz2 curva 20 de la figura renresentaria la

-17 -
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densidad de corriente sobre la longit
el bafio adyacente a la superficie del bafio en el lado
de salida del bafio, siendo en este caso semejante la
dengidad de corriente mlxima en la superficie del ba-—
fio. |

Lunque la realizacidn preferida ha sido descrita

como un procedimiento en una sola etapa, seré evidente

para los expertos en la técnica que la nelicula magné-

tica puede ser depositada sobre la superficie conducto-
TR POr un Proceso en varias etapas. Ia corriente total
necesaria para producir la peliecula magnética se dis-
tribuye entre dos o mAs etapas. Una o mis superficies
depositadas electroliticamente afiadidas antes de una de-
posicién electrolftica posterior, no disminuye la resis-
tencia del portador més allé del punto en el que se ob-
tiene una distribucidén de corriente diferente de la cur-
va 20. 48i, el vroceso en varias etapas estd dentro de
esta invencién. Un proceso en vari;s etapas ofrece la
ventaja de un funcionamiento a velocicad més elevada,
en cuanto aumenta eficazmente la longitud de la super-~
ficie del portador sobre la que estéd teniendo lugar la
deposicibn electrolitica.

Para los expertos en la técnica serd evidente gue
los aniones descritos agui, no son los finicos capaces
de ser utilizados en la préactica de esta invencidn. Por
ejemplo, ademés de cloruros y sulfatos, se pueden utili-
zar aniones tales como acetato, giicolato, glicinato,
fluoborato, silico-fluoruro, sulfamato y nezclas ée los
mismos. De manersa similer, se pueden utilizar otros

maberiales que contienen hinofogfito, solubles esta
q X y 2

- 18 -
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cienGo iones hipofosfito.

Ean lzs realizaciones descritas arriba, se he pro-
puesto que la banda {e vlédstico 1{ es un meterial €i -
eléctrico y que la conduetividad del portador 12 estd
suninistrade inicialmente mor la cana de niguel 13 exis-
tente sobre él. Sin embarpge, estaria dentro del elecance
de la invencién, utilizar como »ortador ua nmaterizl
pliastico conductor con la resist;viéad apropiada, en cu~

yo caso podria ser eliminnda la capa conductora inicial

.13,

Aungue la invencidn ha sic¢o mostrada y descrita es-
pecialmente con referencia a sus realizaciones preferi-
dus, se entenderid por los expertos en ls técnica qué se
pueden efectuar aqui los cambios de foma y ée Cetalle
preceCentes, asi como otros, sin apartarse Gel espiri-
tu y objeto de la invencién.

Ia presente solicitud gque corresponde a la presen-
tada en Estados Unidos de Américae, con fecha 12 e Bnero
de 1962, bajo el K¢ 165.806, se acoge a los beneficios
del articulo 51 del vigente Estatuto sobrs Fropiedad In-

dustriel.

-~-FTOT A~

Los puntos Ce invencidén propia y nueva que se nre-
sentan para que sean objeto.de la presente solicitud de
Patente de Invencién en Ispafia, por VEINTE afios, son los

siguientes:
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1.~ Un procedimieto nara fomerna peliculsH

negnética duradera y lisa que tiene una coercividad
sustancial por las overaciones de : exvoner unc peli-
cula confuctore zlergada y lisa que tiene une resis-
tencia inicial de »or 1o nenos un ohmnio nor cada 2,5
cm. lineales de anchura como cdtodo & un bafio acuoso
de Cepbsito vor via electrolftica que incluye una sal
de met2l nagnético; splicar unz corriente de cendsito
electrolitico a dicha pelicule concductora; y mover di-
cha neliculs conductora de manera continuz en la direc
¢ibén de su dimensidn larga u través de dicho bafio con
lo cual cada punto de.dicha pelicula es sonetido a una
densidad variable de corriente de Cepdsito electroli-
tico durante su desplazamiento por el dafio.

2.~ Un procedimiento para formar una nelicula mag-
nética duradera y lisa que tiene una coercividad me jora-
da, vor las opersciones de; exponer unz pelicula concuc-
tora ulurgada y lisa gque tiene una alte resistividad

inicial como citodo en un bafioc acuoso de cepdsitc elec-

~trolitico que incluye una szl de al menos, un miembro

del grupo que comprende niquel y cobalto; aplicar una
corriente de denfsito electrolitico a dicha pelicula
conductora; y mover la velicula de manera continua en
la direccién de su dimensidén larga a través de dicho
bafio, sienco la resistencia efectiva de la pelicula
conductora suficientemente alta para hacer que la densi-
dad de la corriente en cada punto de dicha pelicula a
medide que se mueve a través del bafio varie entre una
magnitud que excede a la densidad de corriente limite

para dicha peliculs magnética en la superficie del dafio
-~ 20 -
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tancia a lo largo del trayecto de la pelicula por de-

bajo de la superficie del dbafic,

3.= Un procedimiento para hacer un medio registra-
dor magnético alargado que tiene coercividad mejorada,
que comprende las operaciones de : exponer un portador
no conductor alargado que tiene una pelicula conducto-
ra superpuesta sobre una superficie del miamo a una so-
lucibn acuosa de depdsito electrolitico, comnstituyendo
dicha peliculaz conductora un citodo de gran resistivi-
dad, incluyendo ¢icha solucibédn acuosa iones de éobalto
y de hipofosfito; hacer pasar por dicha solucibén una co-
rriente de depdsito electrolitico cambiando la densidad
de dicha corriente progresivamente a 1o largo de un tro-
zo de Gicha pelicula en la solucidén desde un valor que
es amplio para provocar el depdsito electrolitico de
cobalto sobre dicho portador a un valor que en esencia
no causa devdsito electrolitico; y mover continuamemte
ol portador en la direccidén de su dimensidn largea a tra-
vés de la solucidn durante dicho proceso ée depbsito
electrolitico.

4.- Un »rocediniento vpere fornar uns velicula de
registro magnético que tiene caracteristicas de regis-—
tro mejoradas sobre un portacor alargedo, gque compren—
de las operaciones de: exvoner una cinta de pléstico
dieléctrico alargada que tiene una celgade pelicula
conduciora sunerpuesta sobre una sunerficie ¢e lz nise-
ma & una solucidn acuosa de derdsito electrolitico, cons-
tituyendo dicha nelicula conductora un cidtodo que tiene

una resigtividad nmayor que la resistividad de la solu~

- 2] -
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to v de hinoPosfito, y sieundo Cicho conteniic en iones

de hipofosfito de al menos 0,15 grs. por litro; mover

continuamente la cinta en la direccién de su Gimensidn
lergs 2 través de dicha solucibn; y hacer naser a tra-
vés de dicha solucidén uma corriente de depbsito elsctre
litico, cambianéo progresivamente la densidzé Ge Gicha
corriente en ls sﬁperficie de la welicula 2 lo largb ée

una parte ce dicha veliculz debido & la resistividad e

dicha pelicula y teniendo un valor insignificante para

el dendsito electrolitico sobre un trozo Ge cicha neli-
cula en la solucidn. |

5.~ Un nrocedimiento seglin el munto 4 en el cusl Ci-
cha solucidén acuosa incluye iones de cobalto, giquel e
hipofosfito, siendo la relacién de iones de cobzlto a
iones de niguel de por lo menos C,6 a 1.

6.~ Un procediniento vara hacer un Cispogsitivo de
nemoria de impulsos de registro nugnético mejoralo ade=-
cuado rora registrar y scumular datos con gran densidad,
gque comprende las operaciones de: ezrponer un yortador de
pléstico dieléctrico alargado que tiene una velicula Ge
niguel superpuesta sobre una superficie del mismo, en ca-
1idad de cidtodo a una solucifn acuosa de depSsito electro
1{tico, comprendiendo Cicha solucidn iones de cobalto, ni
quel e hipofosfito, gsiendo la relacién de iones de cobale-
to a iones de niquel de 0,6:1 a2 1,45:1 y estando diche
contenido en iones de hivofosfito en la gama de 0,15 a

12,3 grse. por litro; hacer pacar por dicha solucidn y

por dicha velicula de:niquel unza corriente de depdsito

electrolitico, teniendo dicha pelicula una reeistividad

de tal magnitud que haga que la distribucidén de la densidad
-22 -
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ée la corriente a lo largo de un trozo dzdo de Gicho
portador varie por encima y por éebajo de la densidad
limite de corriente para el material que se estd depo-
sitando electroli{ticamente sobre &l; mantener la solu=-
cién a un pH que cae dentro de la gama de 2,5 & 6,53 ¥
mover el portador a una velocidad sustancialmente cons—
tante en la direccibn de su dimensién larga a troevés
de dicha solucidn.

7.~ Un procedimiento para hacer un disvositivo me-
jorado de memoria magnética de irpulsos ce registro, adg
cuado para el registro de datos con grun censided, que
comprende las operaciones de: exponer un dortader ce
pléstico dieléetrico alargado que tiene una pelicula
éa niquel superpuesta sobre una suverficie Cel misno,
eﬁ calidad de cftodo, a una colucibn acuosa de depdsito
electrolitico, comprendiento dicha solucidn acucsa io -
nes de cobalto y de hipofosfito estando dicho caantenido
de lones de cobalto dentro de unz gama de 5,C a 105 grs.
por litro y estando cicho contenido de iones hipofosfito
dentro de la gama entre 0,15 grs. por litro y la sature-
Qién; hacer pesar uns corriente de Cepdsito electroliti-
co por Gicha pelfcula de niquel y por Cicha solucidu,
Teniendo dicha pelicula de niguel una resistividal gue
provocas que la densidad ce dicha corriente en puntos a
le largo de dicho portador varie nor encima'y por deba-
Jo de la @ensicad limite de corriente pars el matexrial
que se estid depositando vor via electrolitica eobre él1;
y mover c¢icho portador a velocidad sustanclelmente cons-
tante en la direeeién de su dinensibn largs 2 través de
dicha solucidn para exponer cada parte incremental del

-23 -
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nismo a dichas densidates de corriente varic.bles.

'8.- Un procediniento vera former unz veliculs mage

nética duraders y lisa. -
. Tal y como se ha descrite en la MMemoria que znte-~
cece ,. renresentado en el Gibujo que se acompefia y vara
los fings'qpeAse han especificado.
1a pfééénte Memoria consta de veinticuatre hojas,

gscritas a miquina »or una sola cara.

Q.98

¥acrid, 20 Y
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